
E-Feldabh�angigkeit shwaher Strukturfaktoren vonGaAs und ZnSeJ. Stahny, A. Puhery, A. Daniely, U. Pietshy,H.-G. Kranez, A. Bergh�auserx und W. MorgenrothxyInstitut f�ur Physik, Universit�at Potsdam, D - 14415 PotsdamzMineralogish-Petrologishes Institut, Universit�at Bonn, D - 53115 BonnxMineralogish-Petrographishes Institut, Universit�at Hamburg, D - 20146 HamburgUm tiefere Einblike in den �Ubergang einer kovalenten in eine ionishe hemishe Bindungzu erhalten und um Modelle zur nihtlinearen Abshirmung in Festk�orpern zu entwikeln,wurde die Abh�angigkeit shwaher Reexe von GaAs und ZnSe von einem �au�eren elek-trishen Feld untersuht (siehe auh [1,2℄).Es wurden mittels Modulati-onstehnik [3℄ die integralen In-tensit�aten R mit und ohne ex-ternem elektrishen Feld E in[1 1 1℄ Rihtung quasi-simultangemessen. Hierzu wurde eineSteuereinheit gebaut, die sowohldie Bewegungen des Vierkreis-Di�raktometers am Me�platz D3,als auh die Hohspannungsver-sorgung und die Torzeiten derZ�ahler synhronisiert.
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Die St�arke des angelegten Feldes betrug bis zu 3 kV/mm. Die Messungen wurdenf�ur vershiedene shwahe Reexe bei Wellenl�angen im Bereih der Absorptionskantendurhgef�uhrt. Zur Auswertung herangezogen werden die relativen Intensit�ats�anderungen(RE � RE=0)=RE=0.Die Befunde f�ur GaAs sind die folgenden: Bei den Reexen (2 2 2) und (�2 �2 �2) �andert sihdie Intensit�at in nahezu linearer Abh�angigkeit von E. Dieses Verhalten l�a�t sih anhandeines Bindungsladungsmodells f�ur die Valenzelektronendihte verstehen und interpretieren[4℄. Bei diesen und anderen niederindizierten Reexen ist der E�ekt nur aufgrund anomalerDispersion knapp oberhalb der K�-Absorptionskante von As bei � � 1�A me�bar.Neuere Messungen an hohindizierten Reexen zeigen, da� auh diese durh ein ex-ternes elektrishes Feld beeinu�t werden, obwohl der Piezo-E�ekt vernahl�assigbar sein



sollte. Allerdings ist der E�ekt hier, zumindest im Intervall � = 0;8 bis 1;05�A, nur shwahwellenl�angenabh�angig. Au�erdem sheint eine E2-Abh�angigkeit vorzuliegen.F�ur beide Grup-pen von Reexenvon GaAs sind hierstellvertretend dieE-Feldabh�angigkei-ten der relativenIntensit�ats�anderun-gen von (2 2 2) und(�2 �2 �2) bzw. (4 4 2)und (�4 �4 �2) graphishdargestellt.
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�RR
E = kVmm�1ZnSe zeigt qualitativ das gleihe Verhalten wie die niederindizierten Reexe von GaAs.Allerdings ist der E�ekt etwa 1.4 mal gr�o�er. Bislang wurde nur bei einer Wellenl�angegemessen, so da� weitere Analogien noh niht untersuht werden konnten.
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